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Relation energiguantite de mouvement

2mE.
kK, =K, = @ sing « bonne surface»
k., = \/zm(Eki” cos q+V0) hn = Ekin +7+ EB
>

] Celj dzheych

surface oxyde removed _ _
by low energy Ar * Material workfunction

HgTeb.8eV

Pour les états de surface+0



Single Diraconetopologicalinsulatorswith large gap
BLSe

a

S —

A

4
Téy,
X

Quintuple
layer

e Bi
@ Sel

ky(A")

EgleV)

Momentum

v;={1,000}
Bulk conduction

SpinresolvedARPES (Hasan)

Energy




B, Te,-dopage étudié en ARPES
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Spectre spirorbital des etats de surface

en champ magnétique
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BLSe: UHV spectroscopie STM en champ
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|solant topologigue et inversion par rapport
au sens du temps

Suppression de laetrodiffusion
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Effet du dopage magnétigue sur le spectre
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Propriété électromagnétiques des isolants
topologigues
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[ Q SRashbaBiTelc systéme polaire
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ARPES résolue en spin: spe&sshbale BiTel
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| Possibilité de fermer le gap isolant
Ishizakeet al., Nat. Mat (2012) sous pression hydrostatiquél@gaaosg
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Ouverture de gap par contrainte
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Contrainte et structure HOMOGENE

Ech: 27460-> buffer CdTet+ couche HgTe (100 nm)

Intensité arb.uni)

(004)

27450 (hkl=004)

1000000 —

CdTe

100000

—_
=
=
=

1000

=
(=]
(=1

HgTe

Franges
(de Pendell6sy

L 2d(A
ABonne qualité cristalline
AContrainteuniaxiale-> estimée a 0,6%

57



Cartographie des contraintes daiisQS & LJ- OS
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Spectre ARPES (polarisatioreaire)

Spectre des etats de surface peu affecte par les etats de vo

- i}
a) k, (A7) b) ky (A
020 010 000 010  0.20 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20
Donnéesbrutes_ 2ieme
S S dérivée
~ ~
% =" E =]
5 2
£ S
g < £«
@ o0
0 o
= =
o0 ©
(=] =

2nd derivative intensity

low | N high low T high

t 2AY 0 RS 5 AN} @, : dédelerest@&catcidentelley1F
vitesse de bande#510( m/sec



5SLISYRIYOS | gS0O f Q

—0.2 0.0 0.2 —-0.2 0.0 0.2

Bands independent
of incident photon
energy:

- surface state

02 00 02  —02 00 02
1

ko(A) ko (A)



Scan large :les états de surface persistent!
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Topological argument:

SS are expected between
iInverted bandsG; Gy,
More robust !!!!
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Les structures de bandes REELLES de8lémge:
le modeéele de Kane
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Energie cinétique nodiagonale dans la base SO
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Structure de bandes des systemeBomogenes
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Etats de surface au point de Dirac
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JouffreyDelplaceCarpentier

EtUde numerlquea Close to the experiment !
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En accord avec les expériences



Densité projetée sur la surface (5nm)
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Differ by their spin




Dichroisme circulaire en ARPES
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Dichroisme circulaire
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depend on the crystal
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Dichroismeade labande G,
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